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はじめに 
我々はこれまでに、MBE 成長したα-MoO3 エピ

タキシャル薄膜の光学特性や結晶性について報
告してきた[1,2]。α-MoO3 相の結晶構造は斜方晶
系（空間群 Pbnm ：a=0.396290nm, b=1.38649nm, 
c=0.369756nm)と報告されている[3]。エピタキシャ
ル成長に伴うドメイン構造や結晶構造の理解は物
性を議論する上で重要である。 

 
実験と結果 

試料は c 面 Sapphire 基板上の厚さ 100nm の
MoO3 薄膜である[1,2]。X 線逆格子マップ測定は、
HyPix-3000 多次元検出器を搭載した、Cu ロータ
線源 SmartLab システムを用いた。 

まず、表面面内における結晶格子の解析のた
め、表面敏感な低角入射 in-plane 測定配置の逆
格子マップ測定を行った。（Fig.1）α-MoO3 の成長
方向が b 軸であるため、図 1 では h 0 l 系列の反
射が観測されており、面内ランダム配向であるリン
グ 状 の 分 布 と 、 エ ピ タ キ シ ャ ル 成 長 成 分
（                 ）の寄与であるスポッ
トが重なって観測されている。空間群の設定
Pbnm では本来、消滅則により観測されないはず
の 201 反射が明瞭に観測されている。 

次に、成長軸である b 軸を含む反射の出現パ
ターンを観測するため、広域逆格子マップ測定（φ
軸固定、χ軸ステップ移動、2θ/ω連続スキャン測
定）を行った。（Fig.1）エピタキシャル成分由来の1 
k 0 系列の反射は k=even のもののみ観測され、0 
k 1 系列の反射は k=odd のものが観測されている。
当日は、より詳しく構造を解析した結果を報告す
る。 
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Fig.1 : In-Plane RSM data of a MoO3 epitaxial film 
 

 
Fig.2 : wide-range RSM of a MoO3 epitaxial film 
 

3MoO 103　

3MoO 301　

3MoO 202　

3MoO 201　

3MoO 002　

3MoO 200　

3MoO 101　

Sap3300 Sap2240

Sap00012 Sap01110

k3MoO 1 1　　k3MoO 0 1　

k3MoO 1 0　

Sap0228

Sap0336

Sap0114

[ ]( ) / /[ ]( )3100 010 MoO 1100 0001 Sap

第 75 回応用物理学会秋季学術講演会　講演予稿集（2014 秋　北海道大学）

Ⓒ 2014 年　応用物理学会

19p-A12-3

21-059


